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10. Transistor nMOS - controle de
VT



Controle da tensao de limiar - V-

— st Qdep'“ﬂ%ax
Vi =®ys—+ +20,

Cox COx
* Influéncia de ®,,¢ /m n
Dy =Py cDSI/ A i e
CDS|:X+E kTIH*EE |
2 ant O &=
g Oni “ror
M=aluminio T T S——
S = silicio (p) B N N, (o)




NMOQOS - CONTROLE DE V5
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* Influéncia da Q;; > carga de implantacéo ionica (ajuste de V)

A carga de implantacédo para ajuste de V; pode ser considerada um
valor adicional na expressdo matematica de V-, criando uma tensao
que ird aumentar ou diminuir V-, dependendo do dopante utilizado.
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e Polarizacao do substrato

Para promover a elevacao de V-, aplica-se um potencial ao substrato de
modo a elevar a carga de deplecéo da estrutura MOS. O potencial aplica-
do ao substrato deve polarizadar reversamente as jungoes substrato-dreno
e substrato-fonte. Logo para nMOS VBS < 0 e para pMOS VBS>0.




» Constante de Efeito de Corpo (y) : - parametro tecnologico que
avalia a influéncia do substrato (corpo do transistor) no funcionamento
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Chamando V-, o valor de V5 para Vg=0 , tem-se:
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Combinando as expressoes 1 e 2 vem:
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* Niveis de Quasi-Fermi : o nivel de Fermi do semicondutor (E) &,
na verdade, composto por duas parcelas :

- nivel de quasi-Fermi dos portadores majoritarios (E, para
semicondutor tipo P )

- nivel de quasi-Fermi dos portadores majoritarios (Eg, para
semicondutor tipo N )

Sem a presenca de potencial aplicado ao substrato (Vgs=0), 0s niveis
de quasi-Fermi dos portadores majoritarios e minoritarios sao
coincidentes, resultando em apenas um nivel energético.
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Apenas 0 nivel de quasi-Fermi dos portadores minoritarios € afetado
pela aplicacio de um potencial externo. Logo sofrerd um
deslocamento de potencial igual ao potencial aplicado externamente.
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